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Rezumat:

Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizata la obtinerea in sistem deschis cu transport de gaze a hete-
rojonctiunilor p InP-pInP/CdS si p GaAs-pGaAs/CdS pentru celule solare si fotodiode.

Pentru marirea productivitatii procesului si a calitdtii parametrilor electrofizici ai celulelor solare cu ajutorul procedeului solici-
tat, care include cresterea structurilor p InP-pInP si p’'GaAs-pGaAs in sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimic, pla-
sarea structurilor in reactor, purjarea reactorului cu hidrogen, incalzirea cuptorului electric, cresterea stratului CdS se efectueaza dupa
amplasarea reactorului in cuptor si stabilizarea temperaturilor, dupa aceasta reactorul este scos din cuptor, in timpul cresterii debitele
fluxului de hidrogen in zona sursei si in zona de crestere fiind, respectiv, de 150 cm’/min si 220...240 cm’/min, iar in timpul
stabilizzrii temperaturilor si in timpul ricirii respectiv de 20...30 cm*/min si 1000 cm®/min.

Rezultatul tehnic constd in reducerea duratei de stabilizare a regimului de temperaturd in reactor, ceea ce asigura pastrarea para-
metrilor electrofizici ai substraturilor si componenta sursei, franarea procesului de difuzie reciproca a componentelor heterostructurii.
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